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Carga Horaria: 60 horas

Ementa: Circuitos eletrdnicos com amplificadores operacionais: ideais, reais e em diferentes
configuragoes; Circuitos com diodos; Circuitos com transistores bipolares: caracteristicas,
polarizagao, configuragdes de amplificadores, funcionamento como chave, aplicagbes; Circuitos
com transistores MOSFET - caracteristicas, polarizagao, configuragbes de amplificadores,
funcionamento como chave, aplicagges; Circuitos digitais: bipolares & MOSFET.

Programa:

1. Diodos (Capitulo 3)
1.1. Diodo Ideal
4 2. Caracteristicas do diodo de jungéo
Fisica do diodo de jungao
Analise de circuitos a diodos
Modelo de pequenos sinais
Regido de avalanche — Diodos Zener
Circuitos retificadores
Circuitos limitadores e grampeadores
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2. Transistores Bipolares de Jungdo — TBJ (Capitulo 4)
2 1. Estrutura fisica @ modos de operagao
2.2. Operagéo do transistor NPN na regido ativa
2.3. O transistor PNP
2.4. Representagdo grafica das caracteristicas do transistor
2.5. Analise C.C. de circuitos transistorizados
2.6. O transistor como amplificador
2.7. Modelos equivalentes para pequenos sinais
2.8. Analise gréfica
2.9. Polarizagdo de TBJ em circuitos integrados
2.10.  Configuragbes de amplificadores com um {inico estagio
2.11. O Transistor como chave: corte e saturagao
2.12. Modelo para grandes sinais do TBJ — Modelo de Ebers-Moll
2.13. O circuito inversor a TBJ
2.14. Capacitancias internas

3. Transistores a Efeito de Campo = FET (Capitulo 5)
3.1. Estrutura e Operagao Fisica do Mosfet do tipo crescimento
3.2. Caracteristicas tensio-corrente do MOSFET do tipo crescimento
3.3. O MOSFET do tipo deplexdo
3.4. Circuitos com MOSFETs em C.C.
3.5. O MOSFET como amplificador
3.6. Polarizagéo de MOSFETs em circuitos amplificadores
3.7. Configuragoes de amplificadores com um (nico estagio
3.8. O inversor CMOS
3.9. O MOSFET como chave analogica
3.10. Capacitancias internas e modelo em altas freqiiéncias
3.11. O transistor FET de jungdo — JFET
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4. Introducdo a Eletrénica (Capitulo 1)

4.1
4.2.
4.3.
4.4,
4.5.
4.8.
4.7.

Sinais

Sinais analégicos e digitais
Amplificadores

Modelos para amplificadores

O circuito l6gico inversor

Espectro de frequéncia de sinais

Resposta em freqiiéncia de amplificadores

5. Amplificadores Operacionais — AO (Capitulo 2)

5.1. O AO ideal
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.8.
57.
5.8.

Configurag&o inversora
Configuragdo n&o inversora

Operagéo com grandes sinais
Imperfeigoes de AOs

Analise de circuitos contendo AOs ideais

Exemplos de Circuitos com Amplificadores Operacionais
Efeito de ganho finito e faixa de passagem na performance

6. Circuitos Digitais (Capitulos 13 e 14)
6.1. O TBJ como elemento de circuitos digitais

6.2. Circuitos digitais basicos a TBJ
6.3. Familia l6gica TTL

6.4. Logica de emissor acoplado— ECL

8.5. Circuitos digitais CMOS

Datas das Provas:

Avaliagéo Data Valor
Primeira Prova 28/10 25
Segunda Prova 25/11 25
Terceira Prova 18/12 25
Quarta Prova 05/02 25

Notas:

1. Na&o havera prova suplementar.

2. As listas de exercicios s&o preparatorias para a prova. No minimo uma das questdes em cada

prova faz parte das listas.

3. As provas seréo realizadas fora do horario das aulas sempre as 18:30 horas no PCA.

Bibliografia Basica

1) A.S.SEDRA & K. C. SMITH; Microelectronic Circuits, Oxford Series in Electrical Engineering,

42 Edigao, 1998,

2) M.MANO; Digital Design, Prentice Hall;
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Programagio do Curso

Aula Dia Matéria

01 30/09 Diodos—Cap3

02 02/10 Diodos —Cap 3

03 710 Diodos — Cap 3

04 9/10 Diodos —Cap 3

05 14/10 Diodos—Cap 3

06  18/10 Diodos — Cap 3

07 21/10 Diodos - Cap 3

08 23/10 Diodos—Cap3

09 28/10  Transistor Bipolar — Cap 4 - Primeira Prova
10 30/10  Transistor Bipolar — Cap 4

11 411 Transistor Bipolar — Cap 4

12 6/11 Transistor Bipolar — Cap 4

13 11/1 Transistor Bipolar — Cap 4

14 13/11  Transistor Bipolar — Cap 4

15 18/11  Transistor Bipolar — Cap 4

16 20/11 Transistor Bipolar — Cap 4

17 25/11 Transistor MOSFET — Cap 5 Segunda Prova
18 27/11  Transistor MOSFET — Cap 5

19  2/12 Transistor MOSFET — Cap 5

20 412 Transistor MOSFET — Cap 5

21 9M12 Transistor MOSFET — Cap 5

22 11/12  Transistor MOSFET —Cap 5

23 16/12  Transistor MOSFET - Cap 5

24 18/12  Amplificadores Operacionais - Cap 2 Terceira Prova
25  6/01 Amplificadores Operacionais - Cap 2

26 13/01 Amplificadores Operacionais - Cap 2

27  15/01 Amplificadores Operacionais - Cap 2

28  20/01 Amplificadores Operacionais - Cap 2

29 22/01 Introdug&o a Eletrénica — Cap 1

30 27/01 Introducdo a Eletrénica — Cap 1

31 29/01 Circuitos Digitais

32  03/02 Circuitos Digitais

33 05/02 Circuitos Digitais Quarta Prova

32 10/02 Encerramento do semestre letivo
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INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS
COLEGIADO DE GRADUACAO DO CICLO BASICO DO ICEx

PROGRAMA DE DISCIPLINA

ANO:
DISCIPLINA: Fundamentos de Optica

CODIGO: FIS070
CLASSIFICACAO:
PRE-REQUISITO SUGERIDO: FIS069

CARGA HORARIA: TEORICA: 030 horas
PRATICA: 000 horas
TOTAL: 03Choras

CREDITOS: 02

PERIODO:

DEPARTAMENTO: Fisica

EMENTA: Optica Fisica.

PROGRAMA

1. Equagées de Maxwell.

2. Ondas Eletromagnéticas e Luz.
3. Interferéncia e Difragéo.

4. Polarizacao.



